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公开了一种半导体存储器件。一种半导体存

储器件包括：在第一区域中的多个存储体；将输

入数据信号向其输入的数据端子，所述数据端子

在第二区域中；以及反转电路，其响应于指示所

述输入数据信号是否已经反转的反转控制信号

来反转或不反转输入数据信号，其中，对所述多

个存储体的每一个布置至少一个反转电路。
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1.一种控制存储器的方法，所述方法包括：

在控制端子接收控制信号；

经由数据端子接收将被写入多个存储体的输入数据；

根据第一模式寄存器信号基于控制信号，使用反转电路执行反转模式以反转或不反转

输入数据；

根据第二模式寄存器信号基于控制信号，使用数据屏蔽电路执行数据屏蔽模式以屏蔽

输入数据，

其中，针对所述多个存储体中的每个存储体布置反转电路，

其中，每个反转电路包括在与对应存储体相邻的写电路中。

2.如权利要求1所述的方法，其中，执行反转模式的步骤包括：响应于控制信号和第一

模式寄存器信号，使用控制信号生成电路生成反转控制信号。

3.如权利要求2所述的方法，还包括：

向反转电路提供使能信号作为反转控制信号，以反转输入数据；或者

向反转电路提供禁用信号作为反转控制信号，以防止输入数据被反转。

4.如权利要求2所述的方法，其中，针对所述多个存储体中的每个存储体布置控制信号

生成电路。

5.如权利要求1所述的方法，其中，执行数据屏蔽模式的步骤包括：响应于控制信号和

第二模式寄存器信号，使用控制信号生成电路生成屏蔽控制信号。

6.如权利要求5所述的方法，还包括：

向数据屏蔽电路提供使能信号作为屏蔽控制信号，以阻止输入数据的对应数据被写入

所述多个存储体；或者

向数据屏蔽电路提供禁用信号作为屏蔽控制信号，以使输入数据不被屏蔽。

7.如权利要求5所述的方法，其中，针对所述多个存储体中的每个存储体布置数据屏蔽

电路。

8.如权利要求1所述的方法，其中，当控制信号用于反转输入数据时，执行数据屏蔽模

式的步骤被禁用。

9.如权利要求1所述的方法，其中，当控制信号用于屏蔽输入数据时，执行反转模式的

步骤被禁用。

10.如权利要求1所述的方法，其中，数据屏蔽电路包括在与对应存储体相邻的写电路

中。

11.如权利要求10所述的方法，其中，写电路包括写驱动电路，其中，写驱动电路驱动输

入/输出线以将反转电路的输出写入对应存储体。

12.如权利要求10所述的方法，其中，写电路包括写驱动电路，其中，写驱动电路驱动输

入/输出线以将数据屏蔽电路的输出写入对应的存储体。

13.一种控制存储器的方法，所述方法包括：

在控制端子接收控制信号；

经由数据端子接收将被写入多个存储体的输入数据；

基于第一模式寄存器信号和控制信号，使用反转电路执行反转模式以反转或不反转输

入数据；
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基于第二模式寄存器信号和控制信号，使用数据屏蔽电路执行数据屏蔽模式以屏蔽输

入数据，

其中，控制信号是从仅一个控制端子接收的，

其中，反转电路包括在与对应于反转电路的存储体相邻的写电路中。

14.如权利要求13所述的方法，其中，控制信号包括反转控制信号。

15.如权利要求13所述的方法，其中，控制信号包括屏蔽控制信号。

16.如权利要求13所述的方法，其中，控制信号包括反转控制信号和屏蔽控制信号。

17.如权利要求13所述的方法，其中，第一模式寄存器信号和第二模式寄存器信号存储

在模式寄存器。

18.如权利要求13所述的方法，其中，控制端子包括焊盘。

19.如权利要求18所述的方法，其中，由于执行写数据总线反转和数据屏蔽所需要的控

制信号是经由一个控制端子接收的，因此不需要添加单独的端子。

20.一种半导体存储器封装，包括：

第一半导体存储器件；

第二半导体存储器件，堆叠在第一半导体存储器件上；

数据端子，被配置为从外部设备接收第一数据信号，并将第一数据信号发送到第一半

导体存储器件和第二半导体存储器件中的一个；

控制信号端子，被配置为从外部设备接收反转控制信号，并将反转控制信号发送到第

一半导体存储器件和第二半导体存储器件中的一个，其中，反转控制信号指示第一数据信

号是否要被反转，

其中，第一半导体存储器件和第二半导体存储器件中的每个包括：

多个存储体，其中，每个存储体包括存储单元；

多个反转电路，其中，每个反转电路与对应的存储体相关联，包括在与对应的存储体相

邻的写电路中，并且被配置为：将反转控制信号和第一数据信号一起接收，并基于反转控制

信号和第一数据信号输出第二数据信号，其中，当反转控制信号指示第一逻辑电平时，第二

数据信号是第一数据信号的反转信号，而当反转控制信号指示第二逻辑电平时，第二数据

信号是第一数据信号的未反转信号；

多个写驱动电路，其中，每个写驱动电路耦接到对应的反转电路，写驱动电路被配置为

将第二数据信号写入对应的存储单元。

21.如权利要求20所述的半导体存储器封装，其中，针对所述多个存储体中的每个存储

体布置至少一个反转电路和至少一个写驱动电路。

22.如权利要求21所述的半导体存储器封装，其中，反转电路和写驱动电路与对应的存

储体一起布置在第一区域中，控制信号端子布置在第二区域中，其中，第一区域是半导体存

储器件的中心区域，第二区域是半导体存储器件的外围区域。

23.如权利要求20所述的半导体存储器封装，其中，控制信号端子还被配置为接收屏蔽

控制信号，其中，屏蔽控制信号指示第一信号是否要被写入对应的存储单元中。

24.如权利要求23所述的半导体存储器封装，其中，反转控制信号和屏蔽控制信号被使

用仅一个端子接收。

25.如权利要求24所述的半导体存储器封装，其中，反转控制信号和屏蔽控制信号根据
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模式寄存器设置信号被识别。

26.如权利要求25所述的半导体存储器封装，其中，模式寄存器设置信号是在第一半导

体存储器件和第二半导体存储器件的写操作之前被设置的。

27.如权利要求23所述的半导体存储器封装，其中，写驱动电路还被配置为：接收屏蔽

控制信号，并且当屏蔽控制信号指示第一逻辑电平时屏蔽第一数据信号以不被写入对应的

存储单元，并当屏蔽控制信号指示第二逻辑电平时将第一数据信号写入对应的存储单元。

28.如权利要求27所述的半导体存储器封装，其中，控制信号端子还被配置为根据模式

寄存器设置信号将输入信号识别为反转控制信号或屏蔽控制信号。

29.如权利要求20所述的半导体存储器封装，其中，第一半导体存储器件是主芯片，第

二半导体存储器件是从芯片。

30.如权利要求20所述的半导体存储器封装，其中，第一半导体存储器件与第二半导体

存储器件之间的信号传输使用硅通孔执行，其中，硅通孔用穿透第一半导体存储器件的导

电材料形成。
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半导体存储器件

[0001] 本申请是申请日为2013年2月28日，申请号为“201310063157.4”，标题为“半导体

存储器件”的发明专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 此发明概念涉及半导体存储器件，并且更具体地，涉及具有写数据总线反转的半

导体存储器件。

背景技术

[0003] 已经广泛地使用数据总线反转(data  bus  inversion，DBI)以便于减少使用传输

线的电力消耗。例如，如果存储器件和控制器之间的传输线终结于(terminated  to)电源电

压Vdd，则传输具有低电平的信号比具有高电平的信号消耗更多的电力。因此，在将要传输

的数据片段(apiece  of  data)中，如果具有低电平的数据片段的数量大于具有高电平的数

据片段的数量，则可以反转数据并且可以额外传输指示数据是否已经反转的反转信号。接

收数据的接收器可以接收反转信号，通过使用反转信号确定数据是否已经反转，以及在确

定数据已经反转时，将数据再次反转为原始数据。

发明内容

[0004] 一个或多个实施例的目的在于提供半导体存储器件，其可以迅速地进行写数据总

线反转并且简化电路设计。

[0005] 一个或多个实施例的目的在于提供包括半导体存储器件的半导体封装，该半导体

存储器件可以迅速地进行写数据总线反转并且简化电路设计。

[0006] 根据一个或多个实施例，半导体存储器件包括多个存储体所在的第一区域；将输

入数据信号向其输入的数据端子所在的第二区域；以及反转电路，其响应于指示输入数据

信号是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输入数据信号，其中，对多个存储体的

每一个布置至少一个反转电路。

[0007] 反转电路可以在第一区域中并且可以与第二区域相邻。

[0008] 半导体存储器件可以进一步包括：控制端子，其位于第二区域且输入控制信号向

其输入；以及控制信号生成电路，其根据模式寄存器设置信号基于输入控制信号生成反转

控制信号。根据模式寄存器设置信号，控制信号生成电路可以基于输入控制信号向反转电

路提供反转控制信号或者向反转电路提供禁用信号作为反转控制信号，以便反转电路不反

转输入数据信号。对多个存储体的每一个可以布置至少一个控制信号生成电路。

[0009] 控制信号生成电路可以进一步根据模式寄存器设置信号基于输入控制信号，生成

屏蔽控制信号，其中，半导体存储器件进一步包括数据屏蔽电路，其响应于屏蔽控制信号使

得与输入数据信号对应的数据不被写入多个存储体。根据模式寄存器设置信号，控制信号

生成电路可以基于输入控制信号向数据屏蔽电路提供屏蔽控制信号或者向数据屏蔽电路

提供禁用信号作为屏蔽控制信号，以便不屏蔽输入数据信号。根据模式寄存器设置信号，控
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制信号生成电路可以基于输入控制信号向反转电路提供反转控制信号并且向数据屏蔽电

路提供禁用信号作为屏蔽控制信号，以便不屏蔽输入数据信号，或者向反转电路提供禁用

信号作为反转控制信号，以便不反转输入数据信号并且基于输入控制信号向数据屏蔽电路

提供屏蔽控制信号。对多个存储体的每一个可以布置至少一个数据屏蔽电路。

[0010] 多个存储体的每一个可以包括以行方向和列方向排列的存储子块，并且对一行的

存储子块可以布置一个反转电路。多个存储体的每一个可以包括多个存储单元，并且多个

存储单元的每一个可以包括开关元件和电容器。多个存储体的每一个可以包括多个存储单

元，并且多个存储单元的每一个可以包括开关元件和磁性隧道结结构。

[0011] 根据一个或多个实施例，半导体存储器件包括：多个存储体，每个包括存储单元阵

列；第一数据信号向其输入的数据端子；反转电路，其响应于指示第一数据信号是否已经反

转的反转控制信号来反转或不反转第一数据信号以获得第二数据信号并输出第二数据信

号；以及写驱动电路，其根据第二数据信号驱动输入/输出线，以便与第二数据信号对应的

数据被写入存储单元阵列，并且其被布置为以一对一方式响应于反转电路。

[0012] 半导体存储器件进一步包括：控制端子，向其输入输入控制信号；以及控制信号生

成电路，其根据模式寄存器设置信号基于输入控制信号生成反转控制信号。反转控制信号

可以与输入控制信号相同。控制信号生成电路可以被布置为以一对一方式对应于写驱动电

路。

[0013] 控制信号生成电路可以进一步根据模式寄存器设置信号基于输入控制信号，生成

屏蔽控制信号，其中，半导体存储器件进一步包括数据屏蔽电路，其响应于屏蔽控制信号使

得与第一数据信号对应的数据不被写入多个存储体。输入控制信号可以是指示第一数据信

号是否已经反转的反转控制信号，或者是指示第一数据信号是否已经屏蔽的屏蔽控制信

号。输入控制信号可以是指示第一数据信号是否已经反转的数据反转信号，反转控制信号

可以是与输入控制信号相同的信号，并且屏蔽控制信号可以是使得第一数据信号不被屏蔽

的禁用信号。输入控制信号可以是指示第一数据信号是否已经屏蔽的屏蔽控制信号，反转

控制信号可以是使得第一数据信号不被反转的禁用信号，并且屏蔽控制信号可以是与输入

控制信号相同的信号。数据屏蔽电路可以被布置为以一对一方式对应于写驱动电路。

[0014] 根据一个或多个实施例，半导体存储器封装包括第一芯片，其中，该第一芯片包

括：多个存储体所在的第一区域；将输入数据信号向其输入的数据端子所在的第二区域；以

及反转电路，其响应于指示输入数据信号是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输

入数据信号，其中，对多个存储体的每一个布置至少一个反转电路。

[0015] 半导体存储器封装可以进一步包括堆叠在第一芯片上的第二芯片。第一芯片可以

进一步包括穿过第一芯片的硅通孔(through  silicon  via)，其中，将硅通孔连接到数据端

子。

[0016] 根据一个或多个实施例，半导体存储器件包括在第一区域的多个存储体，将输入

数据信号向其输入的数据端子，在第二区域中的数据端子以及包括反转电路的写电路，该

反转电路响应于指示输入数据信号是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输入数

据信号，其中，对于多个存储体的每一个，至少一个写电路被布置在第一区域中并且与对应

的存储体相邻。

[0017] 该至少一个写电路可以与对应存储体的至少一侧直接相邻。
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[0018] 该半导体存储器件可以进一步包括在第二区域中的控制端子，该控制端子接收输

入控制信号，其中，写电路包括控制信号生成电路，其根据模式寄存器设置信号基于输入控

制信号生成反转控制信号。

[0019] 写电路可以进一步包括数据屏蔽电路，其中控制信号生成电路进一步根据模式寄

存器设置信号基于输入控制信号生成屏蔽控制信号，并且数据屏蔽电路响应于该屏蔽控制

信号，阻止与输入数据信号对应的数据被写入多个存储体。

[0020] 写电路可以包括写驱动电路，其根据反转电路的输出驱动输入/输出线，以将数据

写入存储体。

附图说明

[0021] 从结合附图的以下详细描述中，本发明概念的示例性实施例将被理解得更清楚，

其中：

[0022] 图1图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的框图；

[0023] 图2图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的架构；

[0024] 图3图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的存储子块(memory  sub‑

block)的电路图；

[0025] 图4图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的存储体(memory  bank)的电

路图；

[0026] 图5图示用于说明根据发明概念的实施例的半导体存储器件的数据输入路径的框

图；

[0027] 图6图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路的框图；

[0028] 图7图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路的框图；

[0029] 图8图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路的框图；

[0030] 图9A图示控制信号生成电路和模式寄存器的电路图，该控制信号生成电路和模式

寄存器可以被包括在根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路中；

[0031] 图9B图示反转电路、数据屏蔽电路和写驱动电路的电路图，该反转电路、数据屏蔽

电路和写驱动电路可以被包括在根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路中；

[0032] 图10图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的框图；

[0033] 图11图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路阵列的框图；

[0034] 图12图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路阵列的框图；

[0035] 图13图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路阵列的框图；

[0036] 图14A到图14E图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的架构；

[0037] 图15图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的存储单元(memory  cell)的

电路图；

[0038] 图16图示包括根据发明概念的实施例的半导体存储器件的堆叠的半导体存储器

封装的横截面图；

[0039] 图17图示包括根据发明概念的实施例的半导体存储器件的电子系统的框图；

[0040] 图18图示存储器系统的示图，向该存储器系统应用根据发明概念的实施例的半导

体存储器件；和
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[0041] 图19图示计算系统的框图，在该计算系统上安装包括根据发明概念的实施例的半

导体存储器件的存储器系统。

具体实施方式

[0042] 现在将参考附图更加充分地描述本发明概念，在所述参考附图中，示出本发明概

念的示例性实施例。然而，应当明白，不意图将发明概念的示例性实施例限制到公开的特定

形式，而是相反地，发明概念的示例性实施例覆盖落入本发明概念的精神和范围内的全部

修改、等同物和替换。相同附图标记表示附图中相同的要素。

[0043] 在附图中，可能为了清晰而夸大结构的尺寸。

[0044] 这里使用的术语仅出于描述特定实施例的目的而不意图限制发明概念的示例性

实施例。如这里所使用的，单数形式“一”“一个”和“该”也意图包括复数形式，除非上下文明

确指示不是如此。还要理解，术语“包含”、和/或“包括”在这里使用时，指定所陈述的特征、

整体、步骤、操作、元件和/或组件的存在，而不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、

元件、组件和/或它们的组合的存在或添加。要理解，尽管术语第一、第二、第三等可以在这

里使用以描述各种元件、组件、区域、层和/或部分，这些元件、组件、区域、层和/或部分应当

不受这些术语限制。这些术语仅用来将一个要素、组件、区域、层或部分与另一要素、组件、

区域、层次或部分区分开。因此，以下讨论的第一要素、组件、区域、层或部分可以称为第二

元件、组件、区域、层或部分，而不背离示例性实施例的教导。如这里使用的，术语“和/或”包

括一个或多个关联的列出项的任何及全部组合。当诸如“…中的至少一个”之类的表达在一

列要素之前时，修饰整列要素而不修饰该列的单独要素。

[0045] 除非另外定义，否则这里使用的全部术语(包括技术和科学术语)具有与示例性实

施例所属领域的普通技术人员所共同理解的含义相同的含义。还要理解，诸如那些在常用

的字典中定义的术语之类的术语应当被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义

一致的含义并且将以理想化或多度形式化的意思来解释，除非这里明确这样定义。

[0046] 图1图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件100的框图。参考图1，半导体存

储器件100可以包括包含多个存储单元的存储单元阵列101以及用于向存储单元阵列101写

入数据或从存储单元阵列101读取数据的各种电路块。

[0047] 例如，响应于芯片选择信号CS/(其从禁用电平(例如，逻辑高电平)变到使能电平

(例如，逻辑低电平))以使能定时寄存器102。定时寄存器102可以从外部接收命令信号，例

如，时钟信号CLK、时钟使能信号CKE、芯片选择信号CS/、行地址选通信号RAS/、列地址选通

信号CAS/、写使能信号WE/以及数据控制信号DCON。定时寄存器102可以生成诸如LCKE、

LRAS、LCBR、LWE、LCAS、LWCBR和LDCON之类的各种内部命令信号，以便通过处理该命令信号

来控制电路块。

[0048] 在编程寄存器104中存储由定时寄存器102生成的一些内部命令信号。例如，有关

数据输出的延迟(latency)信息或突发长度信息可以被存储在编程寄存器104中。可以向延

迟/突发长度控制单元106提供编程寄存器104中存储的内部命令信号。延迟/突发长度控制

单元106可以提供用于控制通过列地址锁存器108被输出到数据输出寄存器112或列解码器

110的数据的延迟或突发长度的控制信号。

[0049] 地址寄存器120可以从外部接收地址信号ADD。可以通过行地址锁存和刷新计数器
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122向行解码器124提供行地址信号。同时，通过列地址锁存器108向列解码器110提供列地

址信号。行地址锁存和刷新计数器122可以响应于刷新命令LRAS和LCBR生成刷新地址信号，

并向行解码器124提供行地址信号和刷新地址信号中的任一个。同样，地址寄存器120可以

向存储体选择单元126提供用于选择存储体的存储体信号。

[0050] 行解码器124可以解码从行地址锁存和刷新计数器122输入的行地址信号或刷新

地址信号，并且使能存储单元阵列101中一个的字线。列解码器110可以解码列地址信号，并

且进行关于存储单元阵列101的位线的选择。例如，可以向半导体存储器件100应用列选择

线并且可以通过使用列选择线进行选择。

[0051] 读出放大器(sense  amplifier)130可以放大由行解码器124和列解码器110选择

的存储器单元的数据以获得放大数据，并且通过数据输出寄存器112提供放大数据到数据

输入/输出端DQ。要被写入数据单元的数据可以经由数据输入/输出端DQ输入，并且可以通

过数据输入寄存器132提供到存储单元阵列101。

[0052] 读/写电路134可以向数据输出寄存器112传输由读出放大器130放大的数据，并且

向存储单元阵列101写入从数据输入寄存器132输入的数据。读/写电路134可以响应于诸如

LWE和LDCON之类的内部命令信号而操作。例如，读/写电路134根据内部写使能信号LWE确定

是否进行写操作。同样，读/写电路134可以根据内部命令信号LDCON进行数据屏蔽(data 

masking)或数据反转。

[0053] 半导体存储器件100可以被划分为单元/核心区域CELL/CORE以及外围区域PERI。

如图1所示，多个存储单元阵列101被包括在单元/核心区域CELL/CORE中。同样，向存储单元

阵列101写数据或从存储单元阵列101读数据所需要的多个读出放大器130、多个行解码器

124、多个读/写电路134和多个列解码器110被包括在单元/核心区域CELL/CORE中。在此情

况下，如图1所示，一个读出放大器130、一个行解码器124、一个读/写电路134和一个列解码

器110可以对应于一个存储单元阵列101。在此情况下，一个存储单元阵列101可以构成一个

存储体BANK。然而，两个或更多存储单元阵列101可以构成一个存储体，或者一个行解码器

124或一个列解码器110可以对应于两个或更多存储单元阵列101。

[0054] 在图1中，假定向多个存储体BANK写数据或从多个存储体BANK读数据所需要的多

个存储体BANK和功能电路(例如，读出放大器130、行解码器124、读/写电路134和列解码器

110)被包括在单元/核心区域CELL/CORE中。同样，通常，不同的存储体BANK独立运行，并且

向不同存储体BANK写数据或从不同存储体BANK读数据所需要的功能电路也独立运行。在图

1中，单元/核心区域CELL/CORE是用虚线标记的区域。

[0055] 其他功能电路(例如，不包括在单元/核心区域CELL/CORE中的定时寄存器102、地

址寄存器120、数据输入寄存器132、数据输出寄存器112、数据输入/输出端DQ和电压生成

器)被布置在外围区域PERI中。在外围区域PERI中布置的功能电路不需要向特定存储体

BANK写数据或从特定存储体BANK读数据，但是需要操作半导体存储器件100。在图1中，外围

区域PERI是除了单元/核心区域CELL/CORE之外的区域。

[0056] 因此，特定存储体BANK或该特定存储体BANK需要的功能电路可以被布置在单元/

核心区域CELL/CORE中，且全部存储体BANK需要的功能电路可以被布置在外围区域PERI中。

[0057] 图2图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件200的架构。参考图2，半导体存

储器件200在半导体衬底201上包括单元/核心区域CELL/CORE和外围区域PERI。
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[0058] 如图2所示，在半导体衬底201上，单元/核心区域CELL/CORE可以划分为由外围区

域PERI围绕的四个单元/核心区域CELL/CORE。即，外围区域PERI可以定义单元/核心区域

CELL/CORE。在由外围区域PERI围绕的四个单元/核心区域CELL/CORE的每一个中可以包括

两个存储体BANK。

[0059] 第一存储体BANK0和第二存储体BANK1被包括在位于四个单元/核心区域CELL/

CORE中的左上角的单元/核心区域CELL/CORE中。行解码器ROW  DEC可以被布置在第一存储

体BANK0和第二存储体BANK1之间。此外，读/写电路R/W  CIRCUIT和列解码器COL  DEC可以被

布置为对应于第一存储体BANK0和第二存储体BANK1中的每一个。如图2所示，可以在单元/

核心区域CELL/CORE中布置存储体BANK0到BANK7、多个行解码器ROW  DEC、多个读/写电路R/

W  CIRCUIT和多个列解码器COL  DEC。

[0060] 行解码器ROW  DEC可以对应于图1的行解码器124并且列解码器COLDEC可以对应于

图1的列解码器110。读/写电路R/W  CIRCUIT可以对应于图1的读/写电路134。可以对存储体

BANK0到BANK7的每一个布置至少一个读/写电路R/W  CIRCUIT。如图2所示，该读/写电路R/W 

CIRCUIT可以在单元/核心区域CELL/CORE中被布置为与外围区域PERI相邻。尽管在图2中

读/写电路R/W  CIRCUIT面向外围区域PERI的地址/命令焊盘阵列ADD/COM  PAD阵列和输出/

输出焊盘阵列I/O  PAD阵列，但是实施例不限于此。例如，根据设计，在单元/核心区域CELL/

CORE中以各种其他方式布置读/写电路R/W  CIRCUIT。例如，读/写电路R/W  CIRCUIT可以被

布置在半导体衬底201的边缘以在列方向上而不是在行方向上延伸，或者位于围绕点的区

域内。

[0061] 此外，存储体BANK0到BANK7的每一个可以包括存储子块SUB‑BLK的阵列。在图2中，

存储子块SUB‑BLK被示例性地排列成8行和8列。此外，存储体BANK0到BANK7的每一个可以包

括位线读出放大器阵列BL  SA阵列和子字线驱动器阵列SWL  DR阵列。位线读出放大器BL  SA

阵列可以在水平方向(即，与列解码器COL  DEC平行的方向)上布置在存储子块SUB‑BLK的行

之间。子字线驱动器阵列SWL  DRV阵列可以垂直方向(即，与行解码器ROW  DEC平行的方向)

上布置在存储子块SUB‑BLK的列之间。存储子块SUB‑BLK将参考图3在下面详细说明。

[0062] 可以在外围区域PERI中布置图1中图示的定时寄存器102、地址寄存器120、数据输

入寄存器132、数据输出寄存器112以及数据输入/输出端DQ。在图2中，在外围区域PERI中布

置地址/命令焊盘阵列ADD/COM  PAD阵列和输入/输出焊盘阵列I/O  PAD阵列，在该地址/命

令焊盘阵列ADD/COMPAD阵列上布置地址信号向其输入的地址输入端和命令信号向其输入

的命令输入端，在该输入/输出焊盘阵列I/O  PAD阵列上布置数据信号向其输入/输出的数

据输入/输出端。地址信号和命令信号可以同时输入到在地址/命令焊盘阵列ADD/COM  PAD

阵列上布置的输入端。

[0063] 图3图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的存储子块的电路图。参考图

3，在一个存储子块SUB‑BLK的顶部和底部布置两个位线读出放大器阵列BL  SA阵列，在该存

储子块SUB‑BLK的左侧和右侧布置两个子字线驱动器阵列SWL  DRV阵列。换而言之，两个位

线读出放大器阵列BL  SA阵列在该存储子块SUB‑BLK的相对侧，并且两个子字线驱动器阵列

SWLDRV阵列在该存储子块SUB‑BLK的相对侧。

[0064] 存储子块SUB‑BLK包括在行方向上延伸的多条子字线SWL0到SWL4以及在列方向上

延伸的多个位线对BL0到BL6及BLB0到BLB6。存储子块SUB‑BLK可以进一步包括在行方向上
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延伸的哑(dummy)子字线DUMMY。存储子块SUB‑BLK包括存储单元，存储单元布置在多条子字

线SWL0到SWL4和多个位线对BL0到BL6及BLB0到BLB6之间的交点上。存储单元的每一个可以

布置在位线对中的一个(位线或互补位线(complementary  bit  line))和子字线之间的交

点上。

[0065] 尽管图3中每个存储单元是包括一个晶体管和一个电容器的动态随机访问存储器

(DRAM)，但是本实施例不限于此。例如，每个存储单元可以是图15所示的磁阻随机访问存储

器(MRAM)单元MC或者自旋转移矩(spin  transfer  torque)随机访问存储器(STT‑RAM)单

元。MRAM单元MC或STT‑RAM单元可以包括一个晶体管Tr和至少一个磁性隧道结(MTJ)结构。

该MTJ结构可以包括自由磁性层(free  magnetic  layer)1501、固定磁性层1502和布置在自

由磁性层1501和固定磁性层1502之间的绝缘层1503。在此情况下，根据自由磁性层1501和

固定磁性层1502的磁化方向彼此相同还是相反来存储数据。

[0066] 子字线驱动器阵列SWL  DRV阵列包括用于驱动子字线SWL0到SWL4的子字线驱动器

SWL  DRV。如图3所示，子字线驱动器SWL  DRV可以交替地布置在存储子块SUB‑BLK的左侧和

右侧，即，偶子字线驱动器SWL  DRV和奇子字线驱动器SWL  DRV在存储子块SUB‑BLK的相对

侧。

[0067] 位线读出放大器阵列BL  SA阵列包括将位线对BL0到BL6及BLB0到BLB6连接到局部

输入/输出线对LIO0到LIO3及LIOB0到LIOB3的位线读出放大器BL  SA。每一个位线读出放大

器BL  SA放大一个位线对BL和BLB之间的电压电平差，并且向一个局部输入/输出线对LIO和

LIOB提供所放大的电压电平差。如图3所示，位线读出放大器BL  SA可以交替地布置在存储

子块SUB‑BLK的顶部和底部，即，偶位线读出放大器BL  SA和奇位线读出放大器BL  SA在存储

子块SUB‑BLK的相对侧。

[0068] 示例性地示出图3所示的存储子块SUB‑BLK、位线读出放大器阵列BL  SA阵列以及

子字线驱动器阵列SWL  DRV阵列之间的排列和连接，而实施例不限于此。

[0069] 图4图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的存储体的电路图。

[0070] 参考图4，如图2所示，一个存储体BANK包括多个存储子块SUB‑BLK。同样，如图3所

示，局部输入/输出线对LIO到LIO3布置在多个存储子块SUB‑BLK的行之间。在图4中，局部输

入/输出线对LIO到LIO3以单线示出。局部输入/输出线对LIO到LIO3可以通过使用例如复用

器MUX(未示出)来连接到全局输入/输出线对GIO0到GIO7，并且该全局输入/输出线对GIO0

到GIO7可以在列方向上排列在多个存储子块SUB‑BLK的列之间。全局输入/输出线对GIO0到

GIO7也在图4中以单线示出。

[0071] 尽管在图4中在多个存储子块SUB‑BLK之间布置局部输入/输出线对LIO到LIO3和

全局输入/输出线对GIO0到GIO7，但是局部输入/输出线对LIO到LIO3和全局输入/输出线对

GIO0到GIO7可以使用多层互连布置在多个存储子块SUB‑BLK的顶部。

[0072] 读/写电路阵列R/W  CIRCUIT阵列可以布置在存储体BANK的底部。读/写电路阵列

R/W  CIRCUIT阵列可以包括多个读/写电路R/W  CIRCUIT以将全局输入/输出线对GIO0到

GIO7连接到数据总线DATA  BUS。如图4所示，对一列的存储子块的每一个布置一个读/写电

路R/W  CIRCUIT。尽管图4中未示出，每个读/写电路R/W  CIRCUIT可以包括输入/输出线读出

放大器和写驱动器。

[0073] 每一个读/写电路R/W  CIRCUIT将经由一条数据总线DATA  BUS输入的数据信号加
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载到一个全局输入/输出线对GIO上。同样，每一个读/写电路R/WCIRCUIT将经由一个全局输

入/输出线对GIO传送的数据信号加载到一条数据总线DATA  BUS上。每一条数据总线DATA 

BUS通过穿过数据输入/输出寄存器或复用器而连接到数据输入/输出焊盘(未示出)。

[0074] 如上所述，在单元/核心区域中包括读/写电路阵列R/W  CIRCUIT阵列，其是对应于

存储体BANK布置的且从该存储体BANK读数据或向该存储体BANK写数据所需要的功能块。

[0075] 同样，尽管使用术语全局输入/输出线对指示连接到一条读/写电路R/WCIRCUIT的

全局输入/输出线和互补输入/输出线，但是全局输入/输出线不必成对，即，术语全局输入/

输出线对可以与全局输入/输出线是可互换。尽管经常使用差分模式(differential  mode)

的信号传输并且因此使用术语全局输入/输出线对，但是实施例不限于此。

[0076] 图5是用于说明根据发明概念的实施例的半导体存储器件的数据输入路径的框

图。

[0077] 参考图5，经由数据输入焊盘DQ从诸如存储器控制器之类的外部设备输入数据。数

据临时存储在外围区域PERI中布置的输入寄存器INPUTREGISTER中并经由一条数据总线

DATA  BUS传输到单元/核心区域CELL/CORE中。写电路WRITE  CIRCUIT接收经由数据总线

DATA  BUS传输的数据并且将该数据加载到一个全局输入/输出线对GIO上。输入/输出复用

器I/O  MUX可以通过将全局输入/输出线对GIO连接到局部输入/输出线对LIO来允许数据经

由一个局部输入/输出线对LIO传输。一个位线读出放大器BL  SA可以通过驱动一个位线对

BL来允许加载到局部输入/输出线对LIO上的数据被存储在一个存储单元MC中。GIO表示全

局输入/输出线和全局输入/输出线条(global  input/output  line  bar)的全局输入/输出

线对。同样，取决于文意，GIO可以表示全局输入/输出线，而GIOB可以表示全局输入/输出线

条。

[0078] 如图5所示，数据总线DATA  BUS布置在外围区域PERI和单元/核心区域CELL/CORE

之间。因此，外围区域PERI和单元/核心区域CELL/CORE可以用它们之间的数据总线DATA 

BUS相互分离。

[0079] 图6图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路600的框图。参考图6，

写电路600包括反转电路610和写驱动电路620。

[0080] 写电路600可以对应于图5的写电路WRITE  CIRCUIT。如图5所示，写电路600可以布

置在单元/核心区域CELL/CORE中，并且可以布置在数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线

对GIO之间以连接数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线对GIO。

[0081] 反转电路610可以接收经由数据总线DATA  BUS传输的数据DATA。反转电路610可以

接收指示数据DATA是否已经反转的反转控制信号SINV。反转电路610可以通过根据反转控

制信号SINV反转或不反转数据DATA来生成还原数据DATA’。例如，当数据DATA是“1011”且反

转控制信号SINV指示数据已经反转时，反转电路610可以通过反转数据DATA生成“0100”作

为还原数据DATA’。尽管为了方便理解，数据DATA是4位的数据，但是数据DATA可以是1位的

数据。此外，如果写电路600集中构建，则数据DATA可以是多位的数据。

[0082] 反转电路610可以包括在图2的读/写电路R/W  CIRCUIT中。此外，反转电路610可以

被布置为以一对一的方式对应于图6所示的写驱动电路620。写驱动电路620可以通过根据

还原数据DATA’驱动全局输入/输出线GIO和GIOB的对，允许还原数据DATA’写入到存储体中

的存储单元中。
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[0083] 图7图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路700的框图。参考

图7，写电路700包括反转电路710、写驱动电路720、控制信号生成电路730和模式寄存器

740。

[0084] 写电路700可以对应于图5的写电路WRITE  CIRCUIT。如图5所示，写电路700可以布

置在单元/核心区域CELL/CORE中，并且可以布置在数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线

对GIO之间以连接数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线对GIO。

[0085] 反转电路710可以接收经由数据总线DATA  BUS传输的数据DATA。反转电路710可以

接收指示数据DATA是否已经反转的反转控制信号SINV。反转电路710可以通过根据反转控

制信号SINV反转或不反转数据DATA来生成还原数据DATA’。

[0086] 写驱动电路720可以根据还原数据DATA’驱动全局输入/输出线对GIO。如上所述，

因为将全局输入/输出线GIO和GIOB的对经由局部输入/输出线LIO和LIOB的对连接到位线

BL和BLB的对，所以还原数据DATA’可以写入存储单元。

[0087] 控制信号生成电路730可以根据由模式寄存器740提供的选择信号SEL基于控制信

号DCON生成反转控制信号SINV。模式寄存器740可以具有关于半导体存储器件的操作模式

的模式信息。可以由提供控制信号DCON的外部设备，例如，控制器或中央处理器(CPU)，提供

模式信息。当外部设备和半导体存储器件彼此连接时，因为外部设备向半导体存储器件提

供模式信息，所以外部设备和半导体存储器件可以以相同模式操作。

[0088] 模式寄存器740可以具有关于半导体存储器件的操作模式是反转模式(inversion 

mode)还是数据屏蔽模式(data  masking  mode)的模式信息。由模式寄存器740提供的选择

信号SEL可以指示操作模式，即，反转模式或数据屏蔽模式。选择信号SEL可以称为模式寄存

器设置信号。

[0089] 控制信号生成电路730可以根据选择信号SEL基于控制信号DCON生成反转控制信

号SINV，并且向反转电路710提供反转控制信号SINV。当选择信号SEL指示反转模式时，控制

信号生成电路730可以基于控制信号DCON生成反转控制信号SINV。然而，当选择信号SEL指

示数据屏蔽模式时，因为经由数据总线DATA  BUS传输的数据DATA是否已经反转不重要，所

以控制信号生成电路730可以生成反转控制信号SINV作为禁用信号以禁用反转电路710。其

结果是，当操作模式是反转模式时，反转电路710可以基于控制信号DCON进行反转或不反

转。相反，当操作模式是数据屏蔽模式时，可以根据由控制信号生成电路730提供的反转控

制信号SINV禁用反转电路710，即，反转电路710不反转数据DATA。

[0090] 可以通过在图2中的地址/命令焊盘阵列ADD/COM  PAD阵列中的命令焊盘提供作为

由外部设备(例如，控制器)提供的控制信号的控制信号DCON。例如，控制信号DCON可以由图

1的定时寄存器102改变到内部控制信号LDCON。在此情况下，控制信号生成电路730可以基

于内部控制信号LDCON生成反转控制信号SINV。替代地，图1的定时寄存器102可以包括控制

信号生成电路730和模式寄存器740。在此情况下，反转电路710可以响应于由定时寄存器

102提供的内部控制信号LDCON进行反转或不反转。

[0091] 图8图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路800的框图。参考

图8，写电路800包括反转电路810、写驱动电路820、控制信号生成电路830、模式寄存器840

和数据屏蔽电路850。

[0092] 写电路800可以对应于图5的写电路WRITE  CIRCUIT。如图5所示，写电路800可以布
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置在单元/核心区域CELL/CORE中，并且可以布置在数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线

对GIO之间以连接数据总线DATA  BUS和全局输入/输出线对GIO。

[0093] 反转电路810可以接收经由数据总线DATA  BUS传输的数据DATA。反转电路810可以

接收指示数据DATA是否已经反转的反转控制信号SINV。反转电路810可以通过根据反转控

制信号SINV反转或不反转数据DATA来生成还原数据DATA’。写驱动电路820可以通过根据还

原数据DATA’驱动全局输入/输出线对GIO和GIOB的对，来使得还原数据DATA’写入存储单

元。

[0094] 控制信号生成电路830可以根据由模式寄存器840提供的选择信号SEL基于控制信

号DCON生成反转控制信号SINV和屏蔽控制信号SDM。模式寄存器840可以具有关于半导体存

储器件的操作模式(例如，反转模式或数据屏蔽模式)的模式信息。因此，由模式寄存器840

提供的选择信号SEL可以指示操作模式，即，反转模式或数据屏蔽模式。

[0095] 控制信号生成电路830可以根据选择信号SEL基于控制信号DCON生成反转控制信

号SINV和屏蔽控制信号SDM，并且向反转电路710和数据屏蔽电路850提供反转控制信号

SINV和屏蔽控制信号SDM。数据屏蔽电路850可以接收内部命令信号(即，内部写使能信号

LWE)，并且响应于从控制信号生成电路830提供的屏蔽控制信号SDM，生成例如内部写使能

信号LWE’。即，数据屏蔽电路850可以通过改变写使能信号来确定数据屏蔽是否已经发生。

将内部写使能信号LWE’连同内部写使能信号LWE一起提供给写驱动电路820，并且写驱动电

路820根据内部写使能信号LWE’确定全局输入/输出线是否要被驱动。

[0096] 当半导体存储器件以反转模式操作时，反转控制信号SINV可以基于控制信号

DCON。此外，当半导体存储器件以反转模式操作时，因为经由数据总线DATA  BUS传输的数据

DATA重要，所以不需要屏蔽数据DATA。因此，在反转模式中，控制信号生成电路830可以向数

据屏蔽电路850提供屏蔽控制信号SDM以便禁用数据屏蔽电路850。

[0097] 相反，当半导体存储器件以数据屏蔽模式操作时，屏蔽控制信号SDM可以基于控制

信号DCON。此外，当半导体存储器件以数据屏蔽模式操作时，因为不写入经由数据总线DATA 

BUS传输的数据DATA，所以不需要确定数据DATA是否已经反转。因此，在数据屏蔽模式中，控

制信号生成电路830可以向反转电路810提供禁用信号作为反转控制信号SINV以禁用反转

电路810。

[0098] 因此，当选择信号SEL指示反转模式时，控制信号生成电路730可以基于控制信号

DCON生成反转控制信号SINV，并且生成禁用信号的屏蔽控制信号SDM。相反，当选择信号指

示数据屏蔽模式时，控制信号生成电路730可以基于控制信号DCON生成屏蔽控制信号SDM，

并生成禁用信号作为反转控制信号SINV。其结果是，数据屏蔽电路850在反转模式中不执行

数据屏蔽并且反转电路810在数据屏蔽模式中不执行反转。

[0099] 可以通过在图2中的地址/命令焊盘阵列ADD/COM  PAD阵列中的命令焊盘提供作为

由外部设备(例如，控制器)提供的控制信号的控制信号DCON。图8的控制信号DCON可以由图

1的内部控制信号LDCON替代。此外，图1的定时寄存器102可以包括控制信号生成电路730和

模式寄存器740。在此情况下，图1的定时寄存器102可以生成反转控制信号SINV和屏蔽控制

信号SDM作为内部控制信号LDCON。

[0100] 图9A是图示控制信号生成电路930和模式寄存器940的电路图，该控制信号生成电

路930和模式寄存器940可以被包括在根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路
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中。图9B是图示反转电路910、数据屏蔽电路950和写驱动电路920的电路图，该反转电路

910、数据屏蔽电路950和写驱动电路920可以被包括在根据发明概念的实施例的半导体存

储器件的写电路中。

[0101] 参考图9A和9B，反转电路910、写驱动电路920、控制信号生成电路930和模式寄存

器940和数据屏蔽电路950可以分别对应于图8的写电路800的反转电路810、写驱动电路

820、控制信号生成电路830、模式寄存器840和数据屏蔽电路850。然而，取代图8的一些控制

信号，在图9A和9B中可以使用反转控制信号。此外，将要理解通过仅使用图9A到图9B的恰当

的对应元件可以获得图6或图7的写电路600或700。

[0102] 参考图9A，控制信号生成电路930接收控制信号DCON和选择信号SEL，并且输出反

转控制信号条(bar)SINVB和屏蔽控制信号条SDMB。模式寄存器940向控制信号生成电路930

提供选择信号SEL。

[0103] 选择信号SEL在反转模式中可以具有逻辑高电平而在数据屏蔽模式中可以具有逻

辑低电平。当反转控制信号条SINVB具有逻辑高电平时，因为数据DATA是不反转的，所以反

转电路910不需要进行反转。当反转控制信号条SINVB具有逻辑低电平时，因为数据DATA是

反转的，所以反转电路910需要进行反转。当屏蔽控制信号条SDMB具有逻辑高电平时，不需

要屏蔽数据DATA而当屏蔽控制信号条SDMB具有逻辑低电平时，需要屏蔽数据DATA。

[0104] 控制信号生成电路930可以包括解复用器932、第一复用器934和第二复用器936。

可以由选择信号SEL控制解复用器932、第一复用器934和第二复用器936。解复用器932可以

响应于具有逻辑高电平的选择信号SEL向第一输出端Q1输出控制信号DCON。因为解复用器

932的第一输出端Q1连接到第一复用器934的第一输入端I1，所以第一复用器934可以响应

于具有逻辑高电平的选择信号SEL输出向第一复用器934的第一输入端I1输入的信号。相

反，解复用器932的第二输出端Q2可以响应于具有逻辑高电平的选择信号SEL不输出信号。

尽管解复用器932的第二输出端Q2连接到第二复用器936的第二输入端I2，但是第二复用器

936响应于具有逻辑高电平的选择信号SEL输出向第二复用器936的第一输入端I1输入的信

号。因为具有逻辑高电平的电压H(例如，电源电压Vdd)被施加到第二复用器936的第一输入

端I1，所以屏蔽控制信号条SDMB具有逻辑高电平。因此，当选择信号SEL具有逻辑高电平时，

控制信号生成电路930可以输出与控制信号DCON相同的反转控制信号条SINVB，并且输出具

有逻辑高电平的屏蔽控制信号条SDMB。

[0105] 相反，当选择信号SEL具有逻辑低电平时，解复用器932可以向第二输出端Q2输出

控制信号DCON，并且不从第一输出端Q1输出信号。第一复用器934可以响应于具有逻辑低电

平的选择信号SEL输出具有逻辑高电平的电压H作为反转控制信号条SINVB。第二复用器936

可以响应于具有逻辑低电平的选择信号SEL输出向第二复用器936的第二输入端I2输入的

控制信号DCON。因此，当选择信号SEL具有逻辑低电平时，控制信号生成电路930可以输出与

控制信号DCON相同的屏蔽控制信号条SDMB，并且输出具有逻辑高电平的反转控制信号条

SINVB。

[0106] 参考图9B，反转电路910响应于反转控制信号条SINVB接收数据DATA并输出数据

DATA’。数据屏蔽电路950接收内部写使能信号LWE和屏蔽控制信号条SDMB，并且输出内部写

使能信号LWE’。写驱动电路920根据数据DATA’驱动全局输入/输出线GIO和GIOB的对，并且

受内部写使能信号LWE’控制。写驱动电路920在内部写使能信号LWE’具有逻辑高电平时进
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行写操作并且在内部写使能信号LWE’具有逻辑低电平时不进行写操作。此外，如果半导体

存储器件的写电路不需要如图6或7所示的数据屏蔽电路950，则可以向写驱动电路920直接

提供内部写使能信号LWE，而非内部写使能信号LWE’。

[0107] 反转电路910可以包括反转器912和复用器914。反转器912可以接收数据DATA并且

输出通过将数据DATA反转获得的反转数据DATA’B。复用器914包括数据DATA向其输入的第

一输入端I1和反转数据DATA’B向其输入的第二输入端I2，并且根据反转控制信号条SINVB

的逻辑电平输出数据DATA或反转数据DATA’B作为数据DATA’。如上所述，当反转控制信号条

SINVB具有逻辑高电平时，反转电路910输出数据DATA作为数据DATA’，而当反转控制信号条

SINVB具有逻辑低电平时，反转电路910输出反转数据DATA’B作为数据DATA’。

[0108] 数据屏蔽电路950可以包括逻辑门952。例如，逻辑门952可以是如图9B所示的AND

(与)门。然而，本实施例不限于此，并且可以根据控制信号设计来使用任何其他逻辑门或多

个其他逻辑门。数据屏蔽电路950通过对内部写使能信号LWE和屏蔽控制信号条SDMB进行

AND操作来输出内部写使能信号LWE’。因此，当屏蔽控制信号条SDMB具有逻辑高电平时，即，

当屏蔽控制信号SDM具有逻辑低电平(以禁用屏蔽控制信号SDM)时，内部写使能信号LWE和

内部写使能信号LWE’是相同的。然而，当屏蔽控制信号条SDMB具有逻辑低电平时，即，当屏

蔽控制信号SDM具有逻辑高电平(以使能屏蔽控制信号SDM)时，内部写使能信号LWE’总是具

有逻辑低电平。其结果是，当屏蔽控制信号SDM具有逻辑高电平时，禁用写驱动电路920。

[0109] 如图9B所示，写驱动电路920可以包括第一和第二反转器921和922、第一到第四逻

辑门923、924、925和926以及第一到第四开关P1、N2、P2和N2。然而，由内部写使能信号LWE’

控制写驱动电路920，写驱动电路920可以由用于根据数据DATA’驱动全局输入/输出线GIO

和GIOB的对的任何传统驱动电路替代。

[0110] 根据图9B的写驱动电路920，第一反转器921从数据DATA’生成反转数据DATA’B。第

二反转器922从内部写使能信号LWE’生成内部写使能信号条LWE’B。此外，第一逻辑门923和

第三逻辑门925可以是NAND门，而第二逻辑门924和第四逻辑门926可以是NOR门。然而，实施

例不限于此，并且根据电路的布置和控制信号的设计可以使用其他逻辑门。此外，第一和第

三开关P1和P2可以是P型金属氧化物半导体场效应管(MOSFET) ,并且第二和第四开关N1和

N2可以是N型MOSFET。然而，实施例不限于此，并且可以根据电路设计使用其他开关元件。

[0111] 接收数据DATA’和内部写使能信号LWE’的第一逻辑门923的输出端可以被连接到

第一开关P1的栅极。第一开关P1的漏极可以被连接到第一电源电压Vdd的电源，而第一开关

P1的源极可以共同地连接到第二开关N1的漏极和全局输入/输出线GIO。接收数据DATA’和

内部写使能信号条LWE’B的第二逻辑门924的输出端可以被连接到第二开关N1的栅极。第二

开关N2的源极可以被连接到第二电源电压Vss的电源。接收反转数据DATA’B和内部写使能

信号LWE’的第三逻辑门925的输出端可以被连接到第三开关P2的栅极。第三开关P2的漏极

可以被连接到第一电源电压Vdd的电源，而第三开关P2的源极可以共同地连接到第四开关

N2的漏极和全局输入/输出线条GIOB。接收反转数据DATA’B和内部写使能信号条LWE’B的第

四逻辑门926的输出端可以被连接到第四开关N2的栅极。第四开关N2的源极可以被连接到

第二电源电压Vss的电源。第一电源电压Vdd可以与具有逻辑高电平的电压对应，并且作为

地电压的第二电源电压Vss可以与具有逻辑低电平的电压对应。

[0112] 因此，当内部写使能信号LWE’具有逻辑高电平时，使能写驱动电路920。当数据

说　明　书 12/19 页

16

CN 107993684 B

16



DATA’具有逻辑高电平时，全局输入/输出线GIO具有逻辑高电平而全局输入/输出线条GIOB

具有逻辑低电平。此外，当数据DATA具有逻辑低电平时，全局输入/输出线条GIOB具有逻辑

高电平而全局输入/输出线GIO具有逻辑低电平。

[0113] 相反，当内部写使能信号LWE’具有逻辑低电平时，禁用写驱动电路920。不考虑数

据DATA’的逻辑电平，关断全部第一到第四开关P1、N1、P2和N2。因此，全局输入/输出线GIO

和全局输入/输出线条GIOB都浮置。即，写驱动电路920可能不能驱动全局输入/输出线对

GIO和GIOB。

[0114] 图10图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件1000的框图。参考图10，

半导体存储器件1000包括在半导体衬底1001上布置的存储单元阵列1010、将数据写入存储

单元阵列1010的写电路1020、向其输入数据DQ的第一缓存1040、向其输入控制信号DCON的

第二缓存1050以及模式寄存器1030。

[0115] 在图10中，在一个存储体BANK中包括存储单元阵列1010。该存储单元阵列1010对

应于图1的存储单元阵列101。仅作为图1的读/写电路134的写电路的写电路1020可以与图6

到9B的写电路600、700和800的任一个对应。在第一缓存1040中存储的数据DQ可以通过写电

路1020被写入存储单元阵列1010中。然而，如上所述，数据DQ可以是用于最小化传输数据线

损失的反转数据。为此，反转控制信号需要与数据DQ一同传输以便传输指示数据DQ是否已

经反转的信息。此外，数据DQ的部分或全部可以不被写入存储单元阵列1010中。例如，为了

快速操作，可以省略数据DQ的不重要部分的计算。在此情况下，通过使用屏蔽控制信号可以

不写入未计算部分。

[0116] 根据各种实施例，控制信号DCON可以是反转控制信号或屏蔽控制信号。控制信号

DCON可以是从一个端子或焊盘输入的信号。即，从一个端子输入的控制信号DCON可以是反

转控制信号或屏蔽控制信号。可以在模式寄存器1030中存储关于控制信号DCON的信息。模

式寄存器1030可以向写电路1020提供包括关于控制信号DCON是反转控制信号还是屏蔽控

制信号的信息的选择信号SEL。

[0117] 写电路1020可以根据选择信号SEL确定从第二缓存1050输入的控制信号DCON是反

转控制信号还是屏蔽控制信号。写电路1020可以通过根据控制信号DCON确定数据DQ是否已

经反转来反转或不反转数据DQ，或者可以通过确定数据DQ是否已经屏蔽来不将数据DQ写入

存储单元阵列1010。

[0118] 图11图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的写电路阵列1100的框图。参

考图11，写电路阵列1100可以与图2的一个读/写电路R/WCIRCUIT的写电路对应。此外，写电

路阵列1100可以与图4的读/写电路阵列R/W  CIRCUIT阵列的写电路阵列对应。

[0119] 写电路阵列1100包括多个写电路WRC0到WRC7。尽管在图11中一个写电路阵列1100

包括八个写电路WRC0到WRC7，但是实施例不限于此，并且在一个写电路阵列1100中可以包

括更多或更少的写电路。

[0120] 如图11所示，写电路WRC0到WRC7可以分别包括反转器电路INV0到INV7和写驱动电

路WR  DRV0到WR  DRV7。如以下所述，每一个写电路WRC用来指示八个写电路WRC0到WRC7的任

一个。类似地，每一个反转器电路INV和每一个写驱动电路WR  DRV分别用来指示在写电路

WRC中包括的反转器电路INV0到INV7的任一个和写驱动电路WR  DRV0到WRDRV7的任一个。图

11的写电路WRC可以与图6的写电路600对应。
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[0121] 如图11所示，可以在写电路阵列1100中包括多个写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7。

此外，可以在写电路阵列1100中包括以一对一方式与多个写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对

应的多个反转电路INV0到INV7。

[0122] 写电路WRC0到WRC7的反转器电路INV0到INV7接收数据片段DATA0到DATA7，并且根

据作为公共信号的反转控制信号SINV反转或不反转数据片段DATA0到DATA7。写电路WRC0到

WRC7的写驱动电路WRDRV0到WR  DRV7根据反转器电路INV0到INV7的输出，驱动全局输入/输

出线对GIO0到GIO7和GIOB0到GIOB7。

[0123] 向全部反转器电路INV0到INV7共同地提供反转控制信号SINV。该反转控制信号

SINV可以在写电路阵列1100之外生成。例如，反转控制信号SINV可以由图1的定时寄存器

102生成作为内部控制信号LDCON。

[0124] 图12图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路阵列1200的框

图。参考图12，写电路阵列1200可以与图2的读/写电路R/WCIRCUIT的写电路对应。此外，写

电路阵列1200可以与图4的读/写电路阵列R/W  CIRCUIT阵列的写电路阵列对应。

[0125] 写电路阵列1200包括包含反转器电路INV0到INV7的多个写电路WRC0到WRC7、写驱

动电路WR  DRV0到WR  DRV7以及控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7。如图12

所示，写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7、以一对一方式与写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对应

的多个反转器电路INV0到INV7、以及以一对一方式与多个写驱动电路WRDRV0到WR  DRV7对

应的多个控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRLSIG  GEN7可以被包括在写电路阵列1200

中。图12的写电路WRC可以与图7的写电路700对应。

[0126] 写电路WRC0到WRC7的控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRLSIG  GEN7可以接收

控制信号DCON并基于选择信号SEL生成多个反转控制信号SINV。写电路WRC0到WRC7的反转

器电路INV0到INV7接收数据片段DATA0到DATA7，并且根据反转控制信号SINV反转或不反转

数据片段DATA0到DATA7。写电路WRC0到WRC7的写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7根据反转器电

路INV0到INV7的输出，驱动全局输入/输出线对GIO0到GIO7和GIOB0到GIOB7。

[0127] 尽管由多个控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7生成反转控制信

号SINV，但是因为通过基于控制信号DCON使用选择信号SEL生成反转控制信号SINV，所以反

转控制信号SINV是相同的。因为控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7被布置

为以一对一方式与写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对应，所以可以简化电路设计并且生成控

制信号花费的时间可以极大地减少。

[0128] 尽管在图12中控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7被布置为以一

对一方式与写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对应，但是实施例不限于此。例如，可以在写电路

阵列1100中仅包括一个控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN。在此情况下，控制信号生成电路

CTRL  SIG  GEN可以生成反转控制信号SINV，并且向写电路阵列1100中的全部反转器电路

INV0到INV7提供该反转控制信号SINV。

[0129] 图13图示根据发明概念的另一实施例的半导体存储器件的写电路阵列1300的框

图。参考图13，写电路阵列1300可以与图2的读/写电路R/WCIRCUIT的写电路对应。同样，写

电路阵列1300可以与图4的读/写电路阵列R/W  CIRCUIT阵列的写电路阵列对应。

[0130] 参考图13，写电路阵列1300包括包含反转器电路INV0到INV7的多个写电路WRC0到

WRC7、数据屏蔽电路MASK0到MASK7、写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7以及控制信号生成电路
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CTRL  SIG  GEN0到CTRLSIG  GEN7。如图13所示，数据屏蔽电路MASK0到MASK7以及反转器电路

INV0到INV7和控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7可以被布置为以一对一

方式与写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对应。

[0131] 图13的写电路WRC可以与图8的写电路800对应。尽管从控制信号生成电路CTRL 

SIG  GEN提供的反转控制信号SINV和屏蔽控制信号SDM在图8中示出，但是反转控制信号

SINV和屏蔽控制信号SDM由于有限的空间而未在图13中示出。然而，本领域技术人员通过参

考图8的写电路800将明白图13的写电路WRC的控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN以及由控制

信号生成电路CTRL  SIG  GEN生成的反转控制信号SINV和屏蔽控制信号SDM。

[0132] 写电路WRC0到WRC7的控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRLSIG  GEN7可以接收

控制信号DCON，并且基于选择信号SEL生成反转控制信号SINV(参见图8)和屏蔽控制信号

SDM(参见图8)。写电路WRC0到WRC7的反转器电路INV0到INV7接收数据片段DATA0到DATA7，

并且根据反转控制信号SINV反转或不反转数据片段DATA0到DATA7。此外，写电路WRC0到

WRC7的数据屏蔽电路MASK0到MASK7接收内部写使能信号LWE，并且根据屏蔽控制信号SDM生

成内部写使能信号LWE’。由内部写使能信号LWE’控制写电路WRC0到WRC7的写驱动电路WR 

DRV0到WR  DRV7，并且根据从反转电路INV0到INV7输出的数据片段DATA0到DATA7驱动全局

输入/输出线对GIO0到GIO7和GIOB0到GIOB7。

[0133] 尽管在图13中控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN0到CTRL  SIG  GEN7和数据屏蔽电

路MASK0到MASK7被布置为以一对一方式与写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7对应，但是实施例

不限于此。例如，在写电路阵列1100中可以包括仅一个控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN和

仅一个数据屏蔽电路MASK。在此情况下，控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN可以生成反转控

制信号SINV，并且向写电路阵列1100中的全部反转器电路INV0到INV7提供该反转控制信号

SINV。同样，根据电路设计，控制信号生成电路CTRL  SIG  GEN可以生成屏蔽控制信号SDM，并

且数据屏蔽电路MASK通过使用该屏蔽控制信号SDM可以生成内部写使能信号LWE’并且向写

电路阵列1100中的全部写驱动电路WR  DRV0到WR  DRV7提供该内部写使能信号LWE’。

[0134] 图14A到图14E图示根据发明概念的实施例的半导体存储器件的架构。具体来说，

图14A到图14E图示不同的架构，它们不是穷尽的，其中，写电路WRC在单元/核心区域中提供

并且在各自对应的存储体BANK的至少一侧相邻，例如，直接相邻。

[0135] 参考图14A，半导体存储器件1400a包括单元/核心区域CC1到CC4以及外围区域

PERI。半导体存储器件1400a的单元/核心区域CC1到CC4以2行2列排列，并且被外围区域

PERI围绕。此外，在单元/核心区域CC1到CC4的每一个中布置存储体BANK0到BANK7中的两个

存储体。然而，本发明不限于此，并且一个存储体可以被包括在一个单元/核心区域。在此情

况下，可以存在八个划分的单元/核心区域。

[0136] 为了向一个存储体BANK写数据，可能需要多个写电路WRC。写电路WRC可以布置在

数据要写入的存储体BANK的顶部或底部。详细来说，单元/核心区域CC1和CC2中的每一个中

的写电路WRC可以布置在存储体BANK的底部，而单元/核心区域CC3和CC4中的每一个中的写

电路WRC可以布置在存储体BANK的顶部。数据总线可以穿过单元/核心区域CC1和CC2中的写

电路WRC与单元/核心区域CC3和CC4中的写电路WRC之间的外围区域PERI。写电路WRC可以以

基本相同的间隔分开，并且被布置为在水平方向(例如，字线方向)上对应。

[0137] 尽管在图14A中对每一个存储体BANK布置八个写电路WRC，但是实施例不限于此，
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并且可以布置更多或更少的写电路WRC。

[0138] 写电路WRC可以与图6到图8的写电路600、700和800以及图11到图13的写电路阵列

1100、1200和1300中的任何一个对应。如参考图4所述，写电路WRC可以从在外围区域PERI中

布置的数据总线接收数据，并且对应于该数据驱动在单元/核心区域CC1到CC4中布置的全

局输入/输出线对。如图14A所示，在单元/核心区域CC1到CC4中布置写电路WRC。

[0139] 参考图14B，除了写电路WRC的位置之外，半导体存储器件1400b基本类似于图14A

的半导体存储器件1400。将不给出类似组件的描述而将描述不同的组件。

[0140] 如图14B所示，写电路WRC被布置为与存储体BANK0到BANK7对应，并且被布置在对

应存储体的底部。可以在单元/核心区域CC1到CC4中在存储体BANK0到BANK7和外围区域

PERI之间密集地布置写电路WRC。这样的差异可以根据电路设计和输入/输出布线层而变

化。

[0141] 参考图14C，除了写电路WRC的位置之外，半导体存储器件1400c基本类似于图14A

的半导体存储器件1400a。将不给出类似组件的描述而将描述不同的组件。

[0142] 如图14C所示，写电路WRC被布置为与存储体BANK0到BANK7对应。可以在单元/核心

区域CC1到CC4中在半导体存储器件1400c和存储体BANK0到BANK7的边缘之间互相分离地布

置写电路WRC。例如，如果使用硅通孔(through‑silicon  via)技术，则可以在半导体存储器

件1400c的边缘形成硅通孔。在此情况下，优选的是，写电路WRC位于半导体存储器件1400c

和存储体BANK0到BANK7的边缘之间。

[0143] 参考图14D，除了写电路WRC的位置之外，半导体存储器件1400d基本类似于图14A

的半导体存储器件1400a。将不给出类似组件的描述而将描述不同的组件。

[0144] 如图14D所示，单元/核心区域CC中的写电路WRC可以布置在单元/核心区域CC中的

存储体BANK之间。即，单元/核心区域CC1中的写电路WRC可以在垂直方向(例如，位线方向)

上排列在单元/核心区域CC1中的存储体BANK0和BANK1之间。例如，写电路WRC可以位于单

元/核心区域CC1内的存储体之间，即，BANK0的右侧和BANK1的左侧。

[0145] 参考图14E，除了写电路WRC的位置之外，半导体存储器件1400e基本类似于图14A

的半导体存储器件1400a。将不给出类似组件的描述而将描述不同的组件。

[0146] 如图14E所示，单元/核心区域CC中的写电路WRC可以布置在单元/核心区域CC中的

存储体BANK外部。即，单元/核心区域CC1中的写电路WRC可以在垂直方向(例如，位线方向)

上排列在单元/核心区域CC1中的存储体BANK0和BANK1外部，即，排列在存储体BANK0和

BANK1之间相邻侧的相对侧，这里，排列在存储体BANK0的左侧和BANK1的右侧。

[0147] 图16图示包括根据发明概念的实施例的半导体存储器件的堆叠的半导体存储器

封装1600的横截面图。参考图16，半导体存储器封装1600包括第一半导体存储器件1610、堆

叠在第一半导体存储器件1610上的第二半导体存储器件1620以及堆叠在第二半导体存储

器件1620上的第三半导体存储器件1630。

[0148] 尽管半导体存储器封装1600包括三个半导体存储器件，即，第一到第三半导体存

储器件1610、1620和1630，但是实施例不限于此，且可以改变相互堆叠的半导体存储器件的

数量。第一到第三半导体存储器件1610、1620和1630的至少一个可以包括上述半导体存储

器件的任一个。

[0149] 第一半导体存储器件1610可以包括连接到外部设备的凸起(bump)1612、在第一半
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导体存储器件1610上支撑凸起1612的下部焊盘1614、连接到该下部焊盘1614并穿过第一半

导体存储器件1610的硅通孔1616以及连接到该硅通孔1616并连接到外部设备(例如，第二

半导体存储器件1620)的上部焊盘1618。

[0150] 第二半导体存储器件1620可以包括连接到外部设备(例如，第一半导体存储器件

1610)的凸起1622、在第二半导体存储器件1620上支撑凸起1622的下部焊盘1624、连接到该

下部焊盘1624并穿过第二半导体存储器件1620的硅通孔1626以及连接到该硅通孔1626并

连接外部设备(例如，第三半导体存储器件1630)的上部焊盘1628。

[0151] 第三半导体存储器件1630可以包括连接到外部设备(例如，第二半导体存储器件

1620)的凸起1632以及在第三半导体存储器件1630上支撑凸起1632的下部焊盘1634。

[0152] 凸起1612、1622和1632、下部焊盘1614、1624和1634、硅通孔1616和1626以及上部

焊盘1618和1628可以构成传输通路，通过该传输通路输入向导体存储器件1610、1620和

1630输入的数据和控制信号。同样，经由凸起1612、1622和1632、下部焊盘1614、1624和

1634、硅通孔1616和1626以及上部焊盘1618和1628可以发生第一到第三半导体存储器件

1610、1620和1630之间的数据传输。

[0153] 图17图示包括根据发明概念的实施例的半导体存储器件1740的电子系统1700的

框图。参考图17，电子系统1700包括输入设备1710、输出设备1720、处理器设备1730以及半

导体存储器件1740。

[0154] 处理器设备1730可以通过使用对应接口来控制输入设备1710、输出设备1720以及

半导体存储器件1740。处理器设备1730可以包括微处理器、数字信号处理器、微控制器以及

可以进行与微处理器、数字信号处理器和微控制器的功能类似的功能的任何集成电路。输

入设备1710可以包括键盘、鼠标、小键盘、触摸屏和扫描仪的至少一种。输出设备1720可以

包括从监视器、扬声器、打印机和显示设备的组中选择的至少一个。

[0155] 半导体存储器件1740可以是本发明概念的实施例的半导体存储器件中的任何一

个。半导体存储器件1740可以划分为多个存储体所在的第一区域和向其输入输入数据信号

的数据端子所在的第二区域。半导体存储器件1740可以包括反转电路，其响应于指示输入

数据信号是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输入数据信号并且向多个存储体

中的对应存储体提供输入数据信号。在此情况下，可以对多个存储体的每一个布置至少一

个反转电路。

[0156] 同样，半导体存储器件1740可以包括每一个都包括存储单元阵列的多个存储体、

将输入数据信号向其输入的数据端子、响应于指示输入数据信号是否已经反转的反转控制

信号反转或不反转输入数据信号并且将输入数据信号输出为原始数据信号的反转电路，以

及根据该原始数据信号驱动输入/输出线对以将与原始数据信号对应的数据存储在存储单

元阵列中的写驱动电路。该写驱动电路可以被布置为以一对一方式与反转电路对应。

[0157] 图18图示存储器系统1800的示图，向该存储器系统应用根据本发明概念的实施例

的半导体存储器件1830。参考图18，存储器系统1800可以包括存储器模块1810和存储器控

制器1820。

[0158] 存储器模块1810可以包括在模块板上安装的至少一个半导体存储器件1830。半导

体存储器件1830可以是本发明概念的实施例的任何半导体存储器件。例如，半导体存储器

件1830可以构造为DRAM芯片。此外，半导体存储器件1830可以包括一堆半导体芯片。在此情

说　明　书 17/19 页

21

CN 107993684 B

21



况下，半导体芯片可以包括至少一个主芯片1831和至少一个从芯片1832。半导体芯片之间

的信号传输可以经由硅通孔TSV发生。

[0159] 主芯片1831和从芯片1832可以构成本发明概念的实施例的任何半导体存储器件。

半导体存储器件1830可以划分为多个存储体所在的第一区域和向其输入输入数据信号的

数据端子所在的第二区域。半导体存储器件1830可以包括反转电路，其响应于指示输入数

据信号是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输入数据信号并且向多个存储体中

的对应存储体提供输入数据信号。在此情况下，可以对多个存储体的每一个布置至少一个

反转电路。

[0160] 此外，半导体存储器件1830可以包括每一个都包括存储单元阵列的多个存储体、

将输入数据信号向其输入的数据端子、响应于指示输入数据信号是否已经反转的反转控制

信号反转或不反转输入数据信号并且将输入数据信号输出为原始数据信号的反转电路，以

及根据该原始数据信号驱动输入/输出线对以将与该原始数据信号对应的数据存储在存储

单元阵列中的写驱动电路。该写驱动电路可以布置为以一对一方式与反转电路对应。

[0161] 存储器模块1810可以经由系统总线与存储器控制器1820通信。可以经由系统总线

在存储器模块1810和存储器控制器1820之间发送和接收数据DQ、命令/地址CMD/ADD和时钟

信号CLK。

[0162] 图19图示计算系统1900的框图，在该计算系统上安装包括根据本发明概念的实施

例的半导体存储器件的存储器系统.计算系统1900包括中央处理设备1910、RAM  1920、用户

接口1930和电连接到总线1950的非易失性存储器1940。

[0163] 参考图19，包括半导体存储器件的存储器系统可以作为RAM  1920被安装在计算系

统1900(例如，移动设备或台式计算机)上。RAM  1920中包括的半导体存储器件可以是本发

明概念的实施例的任何一个半导体存储器件。例如，任何半导体存储器件可以应用于RAM 

1920，或存储器模块可以应用于RAM。可替代地，RAM  1920可以包括半导体存储器件和存储

器控制器两者。非易失性存储器1940可以是大容量存储设备，诸如固态驱动(SSD)或硬盘驱

动(HDD)。

[0164] 在计算系统1900中，RAM  1920可以包括本发明概念的实施例的任何半导体存储器

件。半导体存储器件可以划分为多个存储体所在的第一区域和向其输入输入数据信号的数

据端子所在的第二区域。半导体存储器件可以包括反转电路，其响应于指示输入数据信号

是否已经反转的反转控制信号来反转或不反转输入数据信号并且向多个存储体中的对应

存储体提供输入数据信号。在此情况下，可以对多个存储体的每一个布置至少一个反转电

路。

[0165] 此外，半导体存储器件可以包括每一个都包括存储单元阵列的多个存储体、将输

入数据信号向其输入的数据端子、响应于指示输入数据信号是否已经反转的反转控制信号

反转或不反转输入数据信号并且将输入数据信号输出为原始数据信号的反转电路，以及根

据该原始数据信号驱动输入/输出线对以将与原始数据信号对应的数据存储在存储单元阵

列中的写驱动电路。该写驱动电路可以布置为以一对一方式与反转电路对应。

[0166] 作为总结和回顾，一个或多个实施例提供了具有写电路的半导体存储器件，该写

电路可以进行写数据总线反转。该写电路可以不仅能够进行写数据总线反转还可以进行数

据屏蔽。此外，因为经由一个端子接收进行写数据总线反转和数据屏蔽所需要的控制信号，
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所以不需要添加单独的端子。此外，因为在与要写入数据的半导体存储器阵列相邻的单元/

核心区域中而非在外围区域中进行写数据总线反转，可以不需要复杂的电路设计并且进行

写数据总线反转花费的时间可以极大地减少。

[0167] 此外，因为用于进行写数据总线反转的写电路可以是各种类型中的任一个，所以

可以增加设计自由度。此外，因为与存储单元相邻地布置用于进行数据反转的电路，所以可

以减少半导体存储器件的功耗。

[0168] 这里已经描述了示例实施例，并且尽管采用了特定术语，但是以一般和描述的意

义而非出于限制的目的来解释和使用它们。在一些实例中，正如对本申请所提交的领域的

普通技术人员显而易见的是，结合特定实施例描述的特征、特性和/或要素可以单独使用或

与结合其他实施例描述的特征、特性和/或要素组合使用，除非另外特别指示。因此，本领域

技术人员将明白，可以做出形式和细节上的各种改变，而不背离所附权利要求中阐述的本

发明的精神和范围。
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